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アルキル基を側鎖にもつジナフトチエノチオフェン(alkyl-DNTT)をチャネル層とする薄膜トラ

ンジスタ(TFT)では 7.9 cm2/Vs [1]の非常に高い移動度が報告されている．アルキル DNTT は DNTT

やベンゾチエノベンゾチオフェン(BTBT)と同様に比較的 HOMO レベルが深く，それらと電極と

の間のエネルギー障壁が大きくなり寄生抵抗は大きくなることが懸念される．アルキル BTBT に

ついては Au/MoOx 電極[2]，DNTT については Al/MoOx 電極[3]が有効であることが報告されてい

る．本研究ではトップコンタクト型アルキル DNTT TFT のドレイン・ソース電極に Al/MoOxを採

用し，Au もしくは Au/MoOx と同等な移動度が実現できたのでそれについて報告する．金電極に

替わり Al を電極材料に用いることによる低コスト化も期待できる． 

図 1 に作製した alkyl-DNTT TFT の断面図を示す．基板には熱酸化膜(90 nm, 38 nF/cm2)付シリコ

ン基板を用いた．ドレイン・ソース電極は Au, Au/MoOx, Al/MoOxである．アルキル DNTT および

電極材料は真空蒸着により製膜した．チャネル長は 100 m，チャネル幅は 1 mm である． 

図 2は異なる電極材料を有する alkyl-DNTT TFTのドレイン電流(ID)-ゲート電圧(VG)特性である．

ゲート電圧が20～10 V の範囲では電極材料に関わらずドレイン電流はほぼ同じである．他方，

ゲート電圧が5～0 V の範囲では，Au の場合に|ID|1/2が VGに対して非線形に変化しており，他の

電極の場合に比べ電流値が小さい．電極が Au/MoOxや Al/MoOx の場合にはほぼ線形に変化してお

り，MoOx は|VG|が小さい範囲でのキャリア注入に有効であることが分かる．ゲート電圧が20～

10 V の範囲の|ID|1/2-VG特性から Au 電極, Au/MoOx電極, Al/MoOx 電極に対する移動度と閾値電圧

を求めると 2.7 cm2/Vs, 1.1 V, 2.7 cm2/Vs, 1.4 V, 2.3 cm2/Vs, 0.5 V であった．以上より，Al/MoOx

電極の有効性が示された． 
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 Fig.1. Schematic for an alkyl-DNTT TFT. Fig.2. Transfer characteristics of alkyl-DNTT TFTs. 
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